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Notes: All dimensions are in millimeters (inches); MAX/MIN or typical (TYP) where noted.
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SanMax Technologies Inc.

SMD-N4G68E

Functional Block Diagram

/81
/S0
Daso DQS4
/DQSO /DQS4 ?
DM i DM4 l
DM /CS DQS /DQS DM /CS DQS /DQS DM /CS DQS /DQS DM /CS DQS /DQS
DQO —A\— DQ Hba DQ32 —AA—DQ Hoa
DQ1 —A\— DQ Hba DQ33 —AA{DQ Hba
DQ2 —AM DQ Hba DQ34 ~AA{DQ HDba
DQ3 —A— DQ U1 Hoa u14 DQ35 —AA{DQ u17 Hba us8
DQ4 —AA| DQ H ba DQ36 —AA{DQ Hba
DQ5 —AA| DQ H ba DQ37 _\A—{DQ H pa
DQ6 DQ L ba DQ38 DQ L{oa
DQ7 —A—| DQ Hba DQ39 —\A-{DQ Hoa
Vg 2Q % VgsW—zQ %
DQS1 v DQs5
/DQS1 ss /DQS5 1 Vss
DM1 1 ‘ DM5 1 ! ‘
DM /CS DQS /DQS DM /CS DQS /DQS DM /CS DQS /DQS DM /CS DQS /DQS
DQ8 —ADQ Hba DQ40 —A—{DQ Hba
DQ9 —M—DQ HDbQ DQ41 —AM{DQ HDa
DQ10 —A DQ HbQ DQ42 —AA{DQ Hba
DQ11 —AM{DQ U6 Hpa u19 DQ43 —AA{DQ u4 Hpa U
DQ12 —AM DQ Hba DQ44 —AA{DQ Hba
DQ13 —AA{DQ H pa DQ45 —AA—{DQ I ba
DQ14 _an{DQ LI pa DQ46 DQ LI pa
DQ15 —AM DQ Hba DQ47 —AA{DQ ba
Vgs—W—zQ —% VgsW—zQ %
DQs?2 DQs6 v
/DQS2 Vss  /Dase ss
DM2 { ‘ DM6 1 { ‘
DM /CS DQS /DQS DM /CS DQS /DS DM /CS DQS /DQS DM /CS DQS /DQS
DQ16 —AV—DQ Hba DQ48 —W—DQ HDbQ
DQ17 —A\DQ Hba DQ49 —A\—DQ Hba
DQ18 ~A\—{DQ r ba DQ50 —A—DQ rDbQ
DQ19 —AMDQ U2 HbQ u13 D51 —A—{DQ u16 Hba U9
DQ20 —ADQ H ba DQ52 —\—{DQ Hba
DQ21 —A\~DQ H ba DQ53 —\A—|DQ Hpa
DQ22 DQ LI pa DQ54 _An{DQ L{oa
DQ23 —ADQ H ba DQ55 —\~—{DQ Hba
VesW{za —% VssWAzQ
DQsS3 v DQs? }
/DQS3 ss /DQS7
DM3 1 { ‘ DM7 1 'lf S8
DM /CS DQS /DQS DM /CS DQS /DQS DM /CS DQS /DQS DM /CS DQS /DQS
DQ24 —A\—{DQ Hba DQ56 —WV—{DQ Hoa
DQ25 —A\—DQ H Dba DQ57 —W—{DQ rDbQ
DQ26 —\*—{DQ Hba DQ58 —W—{DQ HDba
DQ27 —A~—{DQ u7 HDQ u18 DQ59 —A—{DQ u10 HDQ us
DQ28 —\—{DQ Hba DQ60 —A—{DQ Hba
DQ29 —\A—|DQ H ba DQ61T —M—|DQ H ba
DQ30 bQ L bQ DQ62 —A—{DQ i DQ
DQ31 —A—{DQ Hba DQ63 —AV—|DQ Hba
VgsWZQ —% VgsW—2zQ —%
DQs8
/DQS8 1 Vss Vss
bmg ‘ Rank 0: U1...U4, U6, U7, U10, U16, U17
DM /CS DQS /DQS DM /CS DQS /DG Rank 1: U5, U8, U9, U11...U14, U18, U19
CBO—A\—{DQ HDa U1s
cB1—W\—DQ Hba
cB2—A\DQ HDQ Temperature CKO
CB3—A{DQ U3 L pa u12 sensor/ ICKO Rank 0
CB4—W—|DQ H ba SCL—+| l«—=SDA
CB5 WA DQ DQ SPD EEPROM CcK1
M EVT A0 A1 A2 1CK1 Rank 1
€B6 _\~|DQ L ba 24
CB7 —A~—DQ Hba SAO SA1 I
VgsWH2Q —% JEVENT ss
Vss v .
BA[2:0] ——————» BA[2:0]: DDR3 SDRAM v, T sensor/ Clock, control, command, and address line terminations:
A[13:0] ———= A[13:0]: DDR3 SDRAM DDSPD T SPD EEPROM
JRAS ——— /RAS: DDR3 SDRAM v, i
ICAS —————= /CAS: DDR3 SDRAM LA SR Sl POR? SDRAM CKE[1:0], A[14/13:0],
. T T T Control, command, IRAS, ICAS, IWE,
/WE —————» /WE: DDR3 SDRAM TT and address termination ODT[1:0], BA[2:0],
CKEQ ——— = CKEO: Rank 0 v /S[1:0]
CKE1 s CKE1:Rank 1 REFC DDRS3 SDRAM
ODTO — 4 ODTO: Rank 0 Veeroa + DDR3 SDRAM
ODT1 —————= ODT1: Rank 1 K
JRESET JRESET: DDR3 SDRAM V T DDR3 SDRAM IcK

Note:

The ZQ ball on each DDR3 component is connected to an external 240Q 1% resistor

that is tied to ground. It is used for the calibration of the component's ODT and output

driver.




